KONWERSATORIUM INSTYTUTU FIZYKI UMCS
18.10.2018 r., (czwartek) godz. 11'°, Aula|F im. St. Ziemeckiego

Dr Dariusz Chocyk
(Katedra Fizyki Stosowanej, Politechnika L ubelska)

,Naprezenia w metalicznych uktadach cienkowarstwowych”

Struktury cienkowarstwowe i uktady wielowarstwowgevgaznym elementem sktadnikow zaawansowane
technologii. Cagly proces miniaturyzacji uggdzer wymusza uycie do ich produkcji coraz mniejszych elementéw
W zastosowaniach elektronicznych stosowanym obegak® podiga jest krzem (Si), natomiast materiatem
uzywanym do budowy mikrouktadow elektronicznych, ktdajprawdopodobniej w przyszia catkowicie zasipi
aluminium jest mieél Znacaca rolg w technologiach mikroelektronicznych odgrywapwniez takie metale jak
ztoto i srebro. Niezalaie od zastosowanej techniki wytwarzania w uzyskangienkich warstwach pojawiggic
bardzo due nape¢zenia. Czsto przekraczaj one wartéci wytrzymatgci na rozcyganie odpowiadage
materialom litym. Dlatego, istotnym zagadnieniemjestse poznanie i zrozumienierédet napgzen w cienkich
warstwach, a tatle opracowanie metod kontroli ich powstawania i niayvania.

W referacie zostanprzedstawione rezultaty badamian napgzen powstajcych podczas pediowego
osadzania metalicznych ukfadow cienkowarstwowyetplecja napgzen w ukladach podczas ich prtiowego
wygrzewania oraz interpretacje uzyskane przy pomsgmulacji metod dynamiki molekularnej. Zostanie
zaprezentowana metoda pomiaru Rag@i i jej realizacja, jako metoda pomiarowa pozwgdajna analig “in-situ”
napgzen podczas osadzania struktur cienkowarstwowych met@parowywania ptmiowego w warunkach

UHV oraz podczas pediowego wygrzewania.

Uprzejmie zapraszam wszystkich pracownikéw, dokttira i studentow Instytutu Fizyki.
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